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Double Layer (Wet/CVD SiO2)의 

Interface Trap Density에 대한 연구
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  최근 MOS 소자들이 게이트 산화막을 Mono-layer가 아닌 Multi-Layer을 사용하는 추세이다. 
Bulk와 High-k물질간의 Dangling Bond를 줄이기 위해 Passivation 층을 만드는 것을 예로 들 수 

있다. 이러한 Double Layer의 쓰임이 많아지면서 계면에서의 Interface State Density의 영향도 커

지게 되면서 이를 측정하는 방법에 한 연구가 활발히 진행 되고 있다. 본 연구에서는 SiO2 
Double Layer의 Interface State Density를 Conductance Method를 사용하여 구하는 연구를 진행하

였다. Wet Oxidation과 Chemical Vapor Deposition (CVD) 공정을 이용하여 SiO2 Double-layer로 증

착한 후 Aluminium을 전극으로 하는 MOS-Cap 구조를 만들었다. 마지막 공정은 450°C에서 30분 

동안 Forming-Gas Annealing (FGA) 공정을 진행하였다. LCR meter를 이용하여 high frequency 
C-V를 측정한 후 North Carolina State University California Virtual Campus (NCSU CVC) 프로그

램을 이용하여 Flatband Voltage를 구한 후에 Conductance Method를 측정하여 Dit를 측정하였다. 
본 연구 결과 Double layer (Wet/CVD SiO2)에 해서 Conductance Method를 방법을 이용하여 Dit
를 측정하는 것이 유효하다는 것을 확인 할 수 있었다. 본 실험은 앞으로 많이 쓰이고 측정될 

Double layer (Wet/CVD SiO2)에 한 Interface State Density의 측정과 분석에 한 방향을 제시

하는데 도움이 될 것이라 판단된다.
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